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Inventia se referd la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, in particular la procedee de obtinere a
nanostructurilor prin tratare electrochimica.

Procedeul, conform inventiei, include anodizarea suprafetei unei plachete de GaAs cu orientarea cristalografica
(111)B in electrolit. Totodata, electrolitul contine o solutiec de 1M HNOg3, iar anodizarea se efectueazi cu aplicarea
tensiunii intr-un interval de 3...4 V timp de 10...30 min.
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